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(57) Abstract: The invention relates to an organic electronic component with high-resolution structuring, especially an organic 
field effect transistor (OFET) with a small source-drain distance and a method for the production thereof. The organic electronic 
component has recesses in which the strip conductors/electrodes are arranged and which are bumed in by means of a laser during 
production. 

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein organisches elektronisches Bauteil mit hochaufgeloster Strukturierung, ins- 
besondere einen orga-nischen Feld-Effekt-Transistor (OFET) mit kleinem Source-Drain-Abstand und ein Herstellungsverfahren 
dazu. Das organi-sche elektronische Bauteil hat Vertiefungen, in denen die Leiterbahnen/Elektroden angeordnet sind und die bei der 
Her-stellung mittels Laser eingebrannt wurden. 
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• h „ Bauteil rait hochaufgeloster Struk- 
organisches elektronxsches Baute 
Jierung und Herstellungsverf ahren 

• ches elektronisches Bauteil 
Die Erfindung ^"^^ insbesondere einen orga- 

mit ^^"^^ (OFET) .it 
nischen Feld-Effekt ver f ahren dazu. 

Drain-Abstand und em Herstellu g 

• he elektronische Bauteile, insbesondere 
Bekannt sind organxsche elek ' ^ und kleinem Source- 

OFETs »it hochaufgeldster St ^ aufwend igen Pro- 

Dra in-Abstand .1*. ^f^oste* verbunden sind, herge- 
zes sschritten, die rait unwirt schaf tlich und uxa- 

stellt. Diese Prozesssch wobei Vert iefungen in 
fassen regelr^ig Fotol ^ h ° g ^ bstrat f otolithographisch ex- 
ein er unteren Schicht ode, :J ub ^ ^ 

zeugt werden, damxt exne Lexte Vertiefunge n sind mul- 

Kapazitat gebildet werden kann- ^ ^ die3er 

denfdrndg und haben kexne scharfen 
Vertiefungen bleibt unverandert. 

„/ rter eine Elektrode braucht eine gewisse 
Ei ne Leiterbahn und/ ° d6r j^.^ zu haben, die in einer 
5 Masse ura einen geringen ht ist . aedoch gibt jf 

x . 2 vertiefung am besten unterg^ ^ 
bi slang kein Verfahren ^^^^/^e.troden eines OFETs 
Herstellungsprozess. dxe Lexte 



so herstellt. 



30 Die — l^^fi^, 

2esse zur ««*" UUM "^titerbahn auf der untaren 
die „en sio» der Tschm*. d»* auliubr i„ g en wo 

schicht, in d« Re,el also^ ^ _ juf Uegenden . Laiter- 
35 bei das Problem i»ra" • 

in den nacnio-i-y 

bahnen entweder so dick sir > , hen oder so breit, 

IS olatorschicht(en) Def ektstellen 
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dass ein Grofiteil der Gesamtflache der integrierten Schaltung 
dafiir verwendet wird. 

Aus der DE 10061297.0 ist zwar ein groBtechnisch anwendbares 
5 hochauflosendes Druckverf ahren bekannt, bei dem die Leiter- 
bahnen versenkt werden, jedoch hat das den Nachteil, dass die 
Vertiefungen, die durch Aufdriicken eines Pragestempels ent- 
stehen, keine steilen Wandflachen und scharf gezogene Kanten 
haben, sondern mehr muldenf ormig und ohne scharfe Konturen 

10 ausgebildet sind. Als Folge dieser weichen Obergange fiillt 

das in die Vertiefung eingebrachte Material nicht akkurat nur 
die Vertiefung, sondern es verwischt urn die Vertiefung herum 
und fiihrt damit zu Leeks tromen. Das verschmierte Material 
lasst sich in der Folge auch nicht abwischen, ohne einen 

15 Grofiteil des Materials wieder aus der Vertiefung herauszuwi- 
schen . 

Aufgabe der Erfindung ist es, ein grofttechnisch und giinstig 
herstellbares organisches elektronisches Bauteil, insbesonde- 
20 re einen OFET mit einer hochauf gelosten Struktur und einem 
kleinen Source-Drain-Abstand, zu schaffen. 

Losung der Aufgabe und Gegenstand der Erfindung ist ein orga- 
nisches elektronisches Bauelement mit einem Abstand 1 zwi- 

25 schen zwei Leiterbahnen, Elektroden und/oder zwischen einer 
Leiterbahn und einer Elektrode kleiner 10vim> das eine im we- 
sentlichen ebene Oberflache hat, d.h. die Leiterbahn (en) 
und/oder Elektrode (n) sind weniger als 300nm uber der Ober- 
flache einer unteren Schicht oder des Substrats erhoben. Au- 

30 Berdem ist Gegenstand der Erfindung ein organisches elektro- 
nisches Bauteil mit einem Abstand 1 zwischen fcwei Leiterbah- 
nen, Elektroden und/oder zwischen einer Leiterbahn und einer 
Elektrode kleiner lOputi, bei dem zumindest eine Leiterbahn 
und/oder eine Elektrode in einer Vertiefung einer unteren 

35 Schicht angeordnet ist, wobei die Vertiefung mittels eines. 
Lasers erzeugt wurde das heifit, dass sie steile Wande, schar- 
fe Konturen und eine relativ raue Bodenoberf lache hat. 
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* Hpr Erfindung ein Verfahren zur 
SchlieBlich ist G ^ enStan ^f n r elektronis chen Bauteils bei dem 
Herstellung ^ or ^^ bn und /oder einer Elektrode zu- 
zur Herstellung einer helte Schicht ode r das Sub- 

test eine Vertiefung xn e ^ wobei die se 

.tr.t -ttels Laser und M * ^ ^ ^ raue 

vertiefung steile Wande, schar nachfolgenden Prozess- 

"end organises Material ge- 



fullt wird. 



form des verfahrens wird UberschUssiges 
»ach einer ^ £0him9S£ °™ f rial in einem auf die BelUllung 
leitfahiges organises Mater Prozes ss<:hritt 

- T £ » «;» ige5 Materia i aus der Ver- 
20 fullt werden. 

fnrffl des verfahrens werden die Vertie- 
Nach einer Aus fuhrungs form de s_ ^ einem 

fung en in die von einigen 10 

gepulsten Laser, bersprelswe lse ausrel - 

25 L, eingefcrannt. -a ts e ^ s ^ ^ ^ 

chen, urn Vertiefungen im Bereic 
gen.. 

or7euate n Vertiefungen zeichnen 
Die durch strUktUrier 7 ande S efr steil, im Extremfall 

30 sich dadurch aus, dass die Wan e Verdampfe n eine sehr 

dire Kt sen k recht sind^ Zude* ^ _ zur Folge ha t, 

ra ue Oberf lache am Boden der ^ ^ ^ ^ f tet 

da ss der eingefUllte organ.sche ^ leitfahige n Materi- 

al durch das Entf ernen des u nennen swerten Umf ang 

35 alS zwischen den Vertiefungen - k erne ^ ^ ^ 

aus der Vertiefung d ie .nit Laser ein 

d urch unterscheiden sich die 
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gebrannt werden auch deutlich von den Vertiefungen, die bei- 
spielsweise durch Einpragen entstehen, wo sich das uberflus- 
sige organische Material, das urn die Vertiefung herum ver- 
teilt ist, nicht ohne grofle Verluste abwischen lasst. 

Im folgenden wird die Erfindung noch anhand einer • Figur naher 
erlautert, die beispielhaft eine s'chematische Widergabe einer 
Prozessabfolge zur Herstellung einer Leiterbahn und/oder ei- 
ner Elektrode zeigt. 



Das Substrat 1 wird beispielsweise im Rolle-zu-Rolle-Ver- 
fahren zwischen mehreren Walzen hindurchgezogen. Von links 
nach rechts sind zunachst die Anpress- und/pder Fiihrungsrol- 
len 2 zu erkennen, die den gleichmafiigen Lauf des Bandes un- 

15 terstlitzen. Im ersten gezeigten Arbeitsgang werden dann mit 
einem Laser 3, beispielsweise einem Excimer-Laser, durch eine 
Maske 4 Vertiefungen 5 im Substrat erzeugt. Der Excimer-Laser 
3 ist gegebenenf alls mit optischen Linsensystemen 3a, 3b aus- 
gestattet, so dass die Vertiefungen 5 nicht unbedingt in der- 

20 selben Grofte abgebildet werden wie die Maske 4 sie vorgibt. 
Da der Laserpuls z.B. nur wenige.lOns dauert, hat sich das 
Band 1 in der Zeit nur unwesentlich weiterbewegt . Die so ge- 
bildeten Vertiefungen 5 haben, wie oben beschrieben, scharfe 
Kanten, steile Wande und eine raue Bodenflache, auf der die 

25 organischen Leiter besonders gut haften. Mit einem Rakel 7 
wird dann organisches elektrisch leitfahiges Material 6, wie 
z.B. PANI (Polyanilin) oder PEDOT in Losung oder als Paste in 
die Vertiefungen eingerakelt. Eventuell vorhandenes leitfahi- 
ges Material 6 zwischen den Vertiefungen wird dann mit einer 

30 saugfahigen Rolle 8 entfernt. Die Rolle 8 dreht sich bei- 
spielsweise langsamer als die anderen Rollen, so dass effek- 
tiv gewischt wird. Der Abstand zwischen zwei Vertiefungen 5 
ist durch den Doppelpfeil gekennzeichnet und wird mit 1 be- 
zeichnet . 



Der Begriff "organisches Material" oder " Funktionsmaterial" 
oder * (Funkt ions-) Polymer" umfasst hier alle Arten von orga- 
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• Kon nnd/oder organisch-anorganischen 
nischen, ^^fZZsZ^ die, die i» Engliscnen 
^XTJZT^::^. Es nandelt sich - al- 
z.B. mit "plastics oeze Halbleiter, die die 

c) . n ff PI1 mit Ausnahme der HaiDieiuei. , 
le Arten von Stoffen mit a silizium) , und der ty- 

UassiscHen oioden bilden Je - ' ^ 

pischen metallischen als Kohle n S toff enthal- 

sch en Sinn auf -^^t^t Uasehen, vielmehr ist 
tendes Material ist detach nacnt « „ ei _ 

^ - d n rtTeit:::: *» £ di e 

„ a terialien unterliegen, sondern . a st du - ^ 
Eins ata von -lecuXes- bedingt und ent 

.polyBen" i» FunKtaonspol^er as t ^ 
halt insoiern keine Aussage uber das vo 
lich polymeten Verbindung. 

. *j « t „i. e in vetfahren vorgestellt, 
Durc b aie Erfindung ward „ staal e ^ ^ 

.it dem ein orgamscnes elekt on 2uvetlassig - 

, OFET .it hoher "^""^ L, kann. Es hat sich ge- 
teit wirtschaftlicb herges Las „ eingebra nnt 
zeigt. dass Vertiefungen d mat hen Material 

„erden, die BefUllun, »t ^« Vert L unge n und, dass 

5 nftsteiibat - «— — - 
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Patentanspruche 

1. Organisches elektronisches Bauelement mit einem Abstand 1 
zwischen zwei Leiterbahnen, Elektroden und/oder zwischen 
5 einer Leiterbahn und einer Elektrode kleiner 10pm, das eine 
im wesentlichen ebene Oberflache hat, d.h. die Leiterbahn (en) 
und/oder Elektrode (n) sind weniger als 300nm liber der Ober- 
flache. einer unteren Schicht oder des Substrats erhoben. 

10 2. Organisches elektronisches Bauteil mit einem Abstand 1 
zwischen zwei Leiterbahnen, Elektroden und/oder zwischen 
einer Leiterbahn und einer Elektrode kleiner 10)om, bei dem 
zumindest eine Leiterbahn und/oder eine Elektrode in einer 
Vertiefung einer unteren Schicht angeordnet ist, wobei die 

15 Vertiefung mittels eines Lasers erzeugt wurde das heifit, dass 
sie steile Wande, scharfe Konturen und eine relativ raue Bo- 
denoberf lache hat. 

3. Verfahren zur Herstellung eines organischen elektronischen 
20 Bauteils bei dem zur Herstellung einer Leiterbahn und/oder 

einer Elektrode zumindest eine Vertiefung in eine untere 
Schicht oder das Substrat mittels Laser und Maske eingebrannt 
wird, wobei diese Vertiefung steile Wande, scharfe Konturen 
und eine raue Oberflache am Boden hat, und in einem nachfol- 
25 genden Prozessschritt mit leitf ahigem uberwiegend organischem 
Material gefullt wird. 

4. -Verfahren nach Anspruch 3, bei dem das leitf ahige Material 
in die Vertiefung eingerakelt wird. 

30 

5. Verfahren nach einem der Ansprliche 3 oder 4., bei dem liber- 
fliissiges leitfahiges organisches Material in einem auf die 
Beflillung der Vertiefung mit diesem Material folgenden Pro- 
zessschritt abgewischt wird. 

35 
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kontinuierlichen roll-to roll fro 

u 1 hPi dem die Rolle, die das 

.. nach ^ ■ > * la „ gsamer dreht 

uberf liissige orgamsche Material 
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als die anderen Rollen. 
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